
長岡工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子回路ⅠＡ
科目基礎情報
科目番号 0059 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 篠田庄司 他，電子回路，コロナ社，2014年
担当教員 皆川 正寛
到達目標
（科目コード：31221,　英語名：Electoronic Circuits IA）
この科目は長岡高専の教育目標の(C)(D)と主体的に関わる．
この科目の到達目標と，成績評価上の重み付け，各到達目標と長岡高専の学習・教育到達目標との関連を，到達目標，評価の重み，関連する目
標の順で次に示す．
①半導体の種類とキャリアの構成について理解する．(c1),(d1),30%
②ダイオード，トランジスタ，電界効果トランジスタの構造と動作原理を理解する．(c1),(d1),40%
③簡単な増幅回路のしくみを理解する．(c1),(d1),30%
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 最低限の到達レベルの目安 未到達レベルの目安

①半導体の種類とキャリア
の構成について理解する．

半導体の種類とキャリアの
構成の詳細について正しく
説明できる．

半導体の種類とキャリアの
構成について正しく説明で
きる．

半導体の種類とキャリアの
構成のどちらかについて概
ね正しく説明できる．

左記に達していない

②ダイオード，トランジス
タ，電界効果トランジスタ
の構造と動作原理
を理解する．

ダイオード，トランジスタ
，電界効果トランジスタの
構造と動作原理の詳細に関
する課題に正しく解答でき
る．

ダイオード，トランジスタ
，電界効果トランジスタの
構造と動作原理を正しく説
明できる．

ダイオード，トランジスタ
，電界効果トランジスタの
構造と動作原理を概ね正し
く説明できる．

左記に達していない

③簡単な増幅回路のしくみ
を理解する．

簡単な増幅回路のしくみの
詳細に関する課題に正しく
解答できる．

簡単な増幅回路のしくみを
正しく説明できる．

簡単な増幅回路のしくみを
概ね正しく説明できる． 左記に達していない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達目標 (c1) 学習・教育到達目標 (d1)
教育方法等

概要
半導体技術の発展は目覚しい．本科目ではダイオード，トランジスタ，電界効果トランジスタといった電子回路素子の
構造と動作原理，および増幅回路の基本動作や等価回路について学ぶ．
○ 関連する科目：電子回路IB（後期履修）

授業の進め方・方法
ダイオード，トランジスタに関する基本的知識は小テスト（適宜実施）や演習問題で適時確認し，定期試験時には総合
力をテストします．
また，同時開講される電子制御工学実験III「半導体素子の静特性」において，本授業で習得した知識を実際に確認して
いきます．

注意点
平常時の勤勉さを重視します．
遅刻や無断欠席は大幅に減点します．
なお，本科目は小テスト（実施した場合）や演習の取り組みも評価に加味するので，授業で習ったことをよく復習し確
実に理解するよう努めてください．

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 ガイダンス，半導体1（材料） 真性半導体と不純物半導体を説明できる。
2週 半導体2（ｐ型半導体，ｎ型半導体） 真性半導体と不純物半導体を説明できる。

3週 ダイオード1（構造と働き，特性） 電荷と電流、電圧を説明できる。
ダイオードの特徴を説明できる。

4週 ダイオード2（簡単なダイオード回路）

ダイオードの特徴を説明できる。
キルヒホッフの法則を説明し、直流回路の計算に用い
ることができる。
オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算がで
きる。

5週 トランジスタ1（構造と働き，特性） バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明でき
る。

6週 トランジスタ2（簡単なトランジスタ回路）
バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明でき
る。
キルヒホッフの法則を説明し、直流回路の計算に用い
ることができる。

7週 前期中間試験 上記項目に関する課題に正しく解答する。
試験時間：５０分

8週 試験解説と発展授業
電界効果トランジスタの基礎

上記項目を正しく理解する。
FETの分類を正しく説明できる。

2ndQ

9週 電界効果トランジスタ1（構造と働き，特性） FETの特徴と等価回路を説明できる。
10週 電界効果トランジスタ2（絶縁ゲート形） FETの特徴と等価回路を説明できる。

11週 電界効果トランジスタ3（簡単なFET 回路）
FETの特徴と等価回路を説明できる。
合成抵抗や分圧・分流の考え方を説明し、直流回路の
計算に用いることができる。

12週 簡単な増幅回路（増幅のしくみと回路構成）
キルヒホッフの法則を説明し、直流回路の計算に用い
ることができる。
合成抵抗や分圧・分流の考え方を説明し、直流回路の
計算に用いることができる。

13週 増幅回路の動作1（バイアスの求め方） トランジスタ増幅器のバイアス方法を説明できる。

14週 増幅回路の動作2（増幅度の求め方） 利得、周波数帯域、インピーダンス整合等の増幅回路
の基礎事項を説明できる。



15週 増幅回路の動作3（演習） 上記全項目に関する課題に正しく解答する。

16週 期末試験
17週：試験解説と発展授業

上記全項目を正しく理解する。
試験時間：５０分

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野

電気回路

電荷と電流、電圧を説明できる。 4 前3,前4,前
16

オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 4 前4,前16

キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 4
前1,前4,前
5,前11,前
14,前16

合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができ
る。 4 前6,前

12,前16

電子回路

ダイオードの特徴を説明できる。 4 前4,前16
バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 3 前5,前16

FETの特徴と等価回路を説明できる。 3 前9,前
15,前16

利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基
礎事項を説明できる。 4 前13,前16

トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 4 前11,前16
電子工学 真性半導体と不純物半導体を説明できる。 4 前16

評価割合
中間試験 期末試験 合計

総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 25 25 50
専門的能力 25 25 50


